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前面写过 BQ40Z50的参考设置，BQ40Z50最高只支持 4串电池，而 BQ40Z80 最高支持 7串

电池，但是需要加电路占用 IO引脚才可以实现，还要配置相应的参数才可以，我这里就避免

麻烦，就做了 6串的板子。这里就简单写了一下 BQ40Z80的基本配置过程，记录一下。如果

有写的不好不对或者有待改进的地方还请指正。 

这个是官网 BQ40Z80的详情页 https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ40Z80 

本文档使用 TI的 BQ40Z80电量计芯片，固件版本为 v0.04，可以通过 bqStudio进行固件

升级。 

该文档所用到的软件文档资料链接：链接： 

https://pan.baidu.com/s/1goxxw-K_apdk2en_VVgiVA?pwd=XDZZ  

bqStudio是需要通过 EV2400来和电池进行通讯的，如果没有 EV2400 的话就无法使用

bqStudio 软件进行调试。 

软件的介绍使用这里就不写了，在之前的 BQ40Z50 文档里面有。 

在安装包的路径下还有一个 ChemUpdateXXXX的压缩包，这个是电池化学文件的更新，在

BqStudio软件的左上角的 Help中选择 Update Chemistry，点击 OK后选择这个压缩包，提示

成功后重启软件就可以了。官网一直在更新，可以到官网获取最新版本。地址：

https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW  

 
  

https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ40Z80
https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW


 

这个是我制作的 BQ40Z80 的板子，下面将对这块板子进行调试。 

   
 SMBD、SMBC 为 SMBus 通讯接口。PERS为系统检测引脚，电量计配置好后将这个引脚接地

才可以对电池进行充放电。K1按钮为电量显示按钮。电量计配置好后按这个按钮就可以显示

当前的电量。 

首先连接 NTC热敏电阻，BQ40Z80最多可以连接 4个热敏电阻，需要选用 10K、B值为

3450 的 NTC，未使用的 NTC 端口需要短接到地，我电路上 RT2是放在 MOS 管附近用来测量

MOS温度的，连接 RT1到电池 NTC。其余两个不用就直接短接到地。 

电池连接和 BQ40Z50一样，只不过串数多了，图片就用 BQ40Z50的图片了。 

 在安装电池前确保电池都有电，各节电池电压尽可能一样。电池连接要先从低电压的引

脚开始连接，先连接整串电池组的负极，然后按照第一节正极、第二节正极、第三节正极的

顺序依次连接，没有连接电池的端口需要短接到电池组的正极，如下图。 

 

这是我的电池连接 

 



 将 EV2400连接上电脑，电量计的 SMBus接口连接到 EV2400。 

打开软件，如果 bqStudio 软件中有 BQ40Z80相对应的固件版本的话会自动连接到芯片，

然后显示如下图的主界面。 

 
如果安装完电池后无法连接上芯片，需要将电量计的输出端加上一个比电池电压稍高的

电压，或者将电量计板子上的输出正极和整个电池组的正极接触短接一下来激活电量计。 

如果显示下图这个界面，看 Auto Detected Device:如果为 None则表示没有连接上芯

片，如果有版本号则表示该固件不支持，当然可以手动选择固件版本。 

 



软件的主界面如下 

 
红色方框的是仪表盘，显示 bqStudio Version（软件版本）、通信盒类型和固件版本、

电量计型号和固件版本、电池电压电流，在芯片图标的右下角还会显示是否处于 Sleep mode

（睡眠图标亮起）、是否处于 Sealed mode（锁形图标亮起）。 

Auto Refresh is ON（绿色）表示软件会自动刷新红色方框内的信息状态，Auto 

Refresh is OFF（红色）表示关闭，在对芯片进行配置的时候建议关闭，以免对配置有影

响，点击文字就可以开启关闭。 

灰色为功能区。用来快速打开一些快捷功能窗口，如 Data Memory、Calibration、

Chemistry等功能。 

黄色为寄存器数值区。可以查看芯片寄存器的具体数值和电池的一些状态信息。 

蓝色为寄存器状态区。可以查看相关寄存器的标志位。红色表示 1，绿色表示 0，RSVD表

示保留位。 

绿色为命令区，可以向芯片发送一些常用的指令。 

首先对 BQ40Z80进行固件升级，在我分享的链接中有固件，我这里使用的是 0.04版本的

固件，将压缩包解压，然后按照步骤进行安装，要注意的是到选择路径的时候要记住自己安

装的路径，到后面选择固件是需要找到这个路径的。 

 



这个是官网的固件下载地址 https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC672 需要

登录账号才可以下载，在分享的链接中也有。 

安装完成后在 bqStudio 软件的功能区选择 Firmware ,打开固件升级界面。 

这里简单说一下 BQ40Z80的三种安全模式，SEALED(加锁)、UNSEALED(解锁)、 FULL 

ACCESS(全访问)。可以在 bqStudio软件的左侧看到芯片的状态。 

   
   SEALED(加锁)模式        UNSEALED(解锁)模式    FULL ACCESS(全访问)模式 

加锁模式下只能读取部分状态数据，不能读取 Data Memory参数、不能烧录 Chem ID、不

能烧录或导出固件。 

解锁模式下只能读取部分状态数据，可以读写 Data Memory参数、可以烧录 Chem ID、不

能烧录或导出固件 (FW)。 

全访问模式，顾名思义就是可以完全访问读写。芯片出厂就是这个模式。 

新的芯片默认是全访问模式可以直接升级。打开的界面如下。 

 

点击右侧的 Browse按钮选择固件，固件的类型为 SREC文件，在刚刚安装固件的路径中

寻找并选择文件。 

这里注意，升级固件会丢失全部的配置，相对于恢复出厂设置，当然新的芯片无所谓，

随便升级。 

在左侧的 Execute after programming(编程后运行)要打上勾，然后点击 Program开始下

载固件。 

如果下载固件后软件不识别该版本的固件，需要将同固件目录下有一个后缀.bqz的文件

复制到 bqStudio 安装目录下的 config文件夹内，然后重启软件就可以了。 

  



下面开始对 BQ40Z80 进行设置 

 

1.设置 BQ40Z80采样电阻的阻值，先初步设定采样电阻阻值，后面会进行校准，这个数值会

变。我的采样电阻为 1mR，这里设置 1。输入数值后一定要按回车，不然数据不会写入到芯

片。 

 
 

2.设置 Charging Configuration（充电配置），在 Settings中的 Configuration 内 

 CYCLE_DEGRADE (Bit 7): 基于循环计数充电电压和电流降级，默认为 0不开启 

1 = 开启 

0 = 关闭 

SOH_DEGRADE (Bit 6): 基于 SOH（电池健康度）充电电压和电流降级 

1 = 开启 

  0 = 关闭 

DEGRADE_CC (Bit 5): 基于循环计数和 SOH（电池健康度）充电电流降级。 

1 = 启用充电电流降级 

0 = 禁用充电电流降级 

COMP_IR (Bit 4): 允许在系统级进行 IR补偿，以确保电池端子上特定充电电压所需的 

      正确电压水平 

1 = 开启 

0 = 关闭 

CS_CV (Bit 3): 通过降低充电电压，可以在特定的电池电压和电池温度阈值下控制电池

      鼓包。 

1 = 开启 

0 = 关闭 

SOC_CHARGE (Bit 2) 

1 = 开启 SOC阈值来取代高级充电算法中的电压阈值(CLV、CMV和 CHV) 

0 = 在高级充电算法中使用电压阈值(CLV、CMV和 CHV) 

CCC (Bit 1) 

1 = 启用充电损耗补偿功能 

0 = 充电损耗补偿禁用（默认） 

CRATE (Bit 0): ChargeCurrent rate 

1 = 充电电流根据满充电容量/设计容量进行调整 

0 = 不调整充电电流（默认） 

我这里都保持默认的。 

配置完后记得点击“Write to Data Memory”，写入配置，后面都是。 



 
 

3.设置 Temperature Enable 

将连接了 NTC 热敏电阻的 TS4/TS3/TS2/TS1设为 1开启此热敏电阻。TSint 为芯片内部温

度，默认关闭。我这里连接了 TS1和 TS2，TS1 连接在电池上面，TS2 连接在 MOS管附

近。 

 

 

4.设置 Temperature Mode 

 设置 NTC热敏电阻测量的是电池还是 FET的温度，设为 1是测量 FET温度，0是测量电池

温度。我这里 TS1测量的是电池温度，TS2是 MOS 温度。 

 

 

5.设置 DA Configuration 

 CTEMP (Bits 15–14) 定义 SBS temperature()命令显示的温度传感器输出是，建议选择

       最高温度，芯片默认也是最高温度。 

1, 1 = 不使用 

1, 0 = 最低温度 

0, 1 = 平均温度 

0, 0 = 最高温度 

EMSHUT_PEXIT_DIS (BIT 8) 设为 1则当检测到 SHUTDN引脚上发生高电平至低电平转换 

       时不退出 FET紧急关断。默认为 0 允许使用 SHUTDN引脚作 



       为退出选项。 

 FTEMP (Bit 7) FET温度保护源,设为 1取平均值.默认为 0,取最大值。 

 EMSHUT_EN (Bit 5) 设为 1启用紧急 FET关断，设为 0关闭紧急 FET关断。 

 SLEEP (Bit 4) 设为 1开启休眠模式,设为 0关闭休眠模式。 

IN_SYSTEM_SLEEP (Bit 3) 设为 1则当芯片处于接入系统的时候允许休眠。默认为 0,不 

       允许休眠。 

NR (Bit 2) 系统检测中使用 PRES。设为 1为固定模式，比如电量计是嵌入在板子上面 

   的，需要一直供电。设为 0为移动模式，即使用 PRES引脚控制输出，将 

   PRES接地才可以对电池进行充放电。 

  1 = 固定模式 

0 = 使用 PRES，可移动模式(默认) 

 

6.设置 Cell Configuration 

CC1, CC0 (Bit 2-0) 设置电池节数.我的电池是六节串联，设为 1,1,0。 

1,1,1 = 7串 

1,1,0 = 6串 

1,0,1 = 5串 

1,0,0 = 4 串 

0,1,1 = 3 串 

0,1,0 = 2 串 

0,0,1 = 1 串 

0,0,0 = 无电池 

 
 

7.设置 FET Options 

PDSG (Bit 8): 设 1开启预放电，设 0禁用，我的板子上面是有预放电电路的，这里设为

     1。预放电就是开启输出时先开预放电 MOS，待 PACK电压达到一定值的时

     候再打开放电 MOS。 

PACK_FUSE (Bit 7): 检查最小熔断熔丝电压的电压源，这里设为 0，参考电池电压 

   1 = Pack+电压 



   0 = 电池组电压 

SLEEPCHG (Bit 6) 休眠状态时启用充电管。 

1 = CHG FET 在休眠时仍处于开启状态 

0 = CHG FET在休眠期间关闭(默认) 

CHGFET (Bit 5) GaugeStatus()[TC]置位时 FET 动作，充电完成后是否关闭 MOS。 

 1 = 充电和预充电禁用，FET关闭。 

0 = FET 活跃(默认) 

CHGIN (Bit 4) 禁止充电模式下是否关闭 MOS，默认为 0不关闭。 

CHGSU (Bit 3) 充电暂停模式下是否关闭 MOS，默认为不关闭 0。 

OTFET (Bit 2) CHG和 DSG FET过温保护后是否关闭，默认为 0不关闭。 

PARALLEL_FETS (Bit 1) 设置充电 MOS和放电 MOS是串联还是并联，我这里是串联结构 

       需要设为 0。 

PCHG_COMM (Bit 0) 预充电 FET选择，我的板子上面有预充电电路，连接在 PCHG，所以 

      设为 0，如果没有则设为 1，在没有预充电电路而且设置为 0，则无 

      法进行预充电。 

    1 = CHG FET 

    0 = PCHG FET（默认） 

 

 

8.设置 Sbs Gauging Configuration 

RSOC_RND_OFF (Bit 3): 启用 RSOC的舍入选项（而不是默认可用的上限功能），保持默 

       认 

LOCK0 (Bit 2) 当放电电量达到 0后，电池静置一段时间是否禁止电量显示数值回升至 0

    以上，设为 1，即禁止显示数值再回升。默认为 1 

RSOC_HOLD (Bit 1) 防止 RSOC在放电过程中增加，默认为 0，RSOC不受限制，设为 1则

     在放电的过程中不允许增加 

RSOCL (Bit 0) 充电后期如果还没有充满，是否保持 RSOC为 99%直到充电终止才设为 

    100% 

    默认为 0，显示实际值，设为 1则保持电量为 99%直到电池充满 

 



9.设置 Pin Configuration 

MFP20_SEL0.2 (Bits 15–13): 设置 20,21,22 引脚功能(RL0, RL1, RL2)。根据原理 

        图，这三个引脚我连接的是 LED，所以设为 0,0,0。 

0, 0, 0 = LED pins 

0, 0, 1 = GPIO pins 

0, 1, 0 = GPIO pins + 预放电(PDSG) MOS控制引脚 

0, 1, 1 = 未使用 

1, x, x = 未使用 

MFP17_SEL0.2 (Bits 12–10): 设 17引脚功能(RH0)，我这里连接的是 PRES引脚，需要

         设为 0,0,0。 

0, 0, 0 = 系统存在检测（PRES） 

0, 0, 1 = Emergency shutdown pin 

0, 1, 0 = LED 按钮 

0, 1, 1 = 预放电(PDSG) MOS 管控制引脚 

1, 0, 0 = GPIO pin 

1, 0, 1 = 未使用 

1, 1, x = 未使用 

MFP16_SEL1.0 (Bits 9–8): 设 16引脚功能(RH1)，这里我连接的是 PDSG，所以设为 

         0,1。 

0, 0 = Cell-7均衡 MOS控制引脚 

0, 1 = 预放电(PDSG)MOS管控制引脚 

1, 0 = GPIO pin 

1, 1 = 未使用 

MFP15_SEL1.0 (Bits 7–6): 设置 15引脚功能(RH2)，这里我连接的是板子上面的按 

        钮，用来按下显示电量，设为 0,1。 

0, 0 = Cell-7电压测量使能引脚 

0, 1 = LED 按钮 

1, 0 = GPIO pin 

1, 1 = 未使用 

MFP13_SEL2.0 (Bits 5–3): 设置 13引脚功能(RC3)，这里我连接是是 TS4，设置为 

         0,0,1。 

0, 0, 0 = LED 按钮 

0, 0, 1 = TS4 input 

0, 1, 0 = 通用 ADC输入 2 

0, 1, 1 = GPIO pin 

1, x, x = 未使用 

MFP12_SEL2.0 (Bits 2–0): 设置 12引脚功能(RC2)，这里我连接是是 TS3，设置为 

        0,0,1。 

0, 0, 0 = Cell-7 ADC input 

0, 0, 1 = TS3 input 

0, 1, 0 = 通用 ADC输入 1 

0, 1, 1 = GPIO pin 

1, x, x = 未使用 



 

 

10.设置 LED Configuration 如果没有 LED则不需要设置 

LEDONFC (Bit 11) 即使在完全充满电后，LED 显示屏仍能显示电量。设为 1 LED在充满 

       电后保持常亮，直到 LED FC Time 到期。 

BLINKMIDPT (Bit 10) 启用关闭 LED闪烁，设为 1则开启闪烁。开启后比如电量在 0~10%

         闪烁 LED，电量在 10~20%长亮，如果关闭 LED1 只有 0~20%长亮。

         可以提供 LED段内电量更多的指示方式。 

LEDIFCUV (Bit 9) 当电池欠压时，即使在没有连接充电器(未处于充电模式)下，也能开 

      启 LED显示。应小心使用此选项，以免电池电量耗尽。设为 1则开 

      启，0为关闭。 

LEDPFON (Bit 8) PF模式下是否开启 LED显示，设 1开启显示，0不显示，默认为 0 

LEDC1, LEDC0 (Bit 7, Bit 6) LED 电流设置平均 LED电流。 

     0, 0 = 0.94 mA (默认) 

    0, 1 = 1.87 mA  

    1, 0 = 2.81 mA 

   1, 1 = 3.75 mA 

 LEDPF1, LEDPF0 (Bit 5, Bit 4) LED显示 PF 错误代码。 

      0, 0 = PF 错误代码不可用 

0, 1 = 如果 DISP在 LED 保持时间内保持低位，则显示电量后显示 

  PF错误代码 (默认) 

1, 0 = 如果按下 DISP按钮，则显示 PF错误代码(检测到引脚的高到

   低转换)。 

1, 1 = 显示电量后显示 PF 错误代码 

 LEDMODE (Bit 3) LED 显示电量来自哪里。 

1 = Display ASOC/DC 

0 = Display RSOC (默认) 

 LEDCHG (Bit 2) 设为 1则在充电过程中跑马灯显示，设 0则充电过程中不显示。 

LEDRCA (Bit 1) 剩余容量告警时 LED是否闪烁。1开启，0关闭。 

LEDR (Bit 0) 设备复位退出时 LED显示激活，1开启，0关闭。 



 

 

11.LED相关设置 

LED Flash Period：LED报警闪烁周期。 

LED Blink Period：显示容量时 LED闪烁时间。 

LED Delay：按下按钮 LED依次点亮的时间。 

这些保持默认或者按照需求修改 

 
 

12.设置 LED显示时间，比如按下按钮后 LED显示电量的时间。 

 

 

13.设置完全充满电后 LED 保持长亮的时间。需要将 LED Configuration中的 LEDONFC标志位

置 1 

 

 

14.设置电量百分比间隔，默认的是 5个灯，如果是其它灯数需要修改每个 LED的百分比。 

 

LED显示 PF错误码的优先级和状态。 



 

 

15.设置 Balancing Configuration 

CBS (Bit 5): 休眠时电池均衡 

 1 = 开启 

 0 = 关闭 

CBR (Bit 2): 静止时电池均衡 

 1 = 开启静置时电池均衡 

 0 = 关闭静置时电池均衡 (默认) 

CBM (Bit 1): 设置内部或外部电池均衡，如果使用了外部均衡电路则需要开启，我的板子

上面有使用，设为 1。 

 1 = 启用外部电池均衡 

 0 = 启用内部电池均衡 (默认) 

CB (Bit 0): 电芯均衡 

 1 = 启用电芯均衡 (默认) 

 0 = 关闭电芯均衡 



 

 

16.在 Advanced Charge Algorithm 中设置充电电压和电流，可以设置在不同温度下的充电电

压和电流。 

首先配置充电温度区间，被测温度被分割成几个温度区间，充电算法会根据温度范围调

整充电电流和充电电压。温度的设置格式必须遵循 T1 ≤ T2 ≤ T5 ≤ T6 ≤ T3 ≤ T4。 

 
我的配置是在默认的配置上扩大了一下，可以保持默认或者相应的去调整。 

 

Hysteresis temp为温度下降的滞后温度，比如现在电池在充电，我的 T5设置温度为

15℃，当电池温度下降到 15℃的时候，因为各种原因电量计采集到的温度会在 15℃左右反复

横跳，充电电压和电流配置的不一样，而导致报告的充电电压和电流的经常发生跳变。

Hysteresis temp 就是设置的一个缓冲的温度。 

如果你的电池充电器只有恒压和横流，也就是不带有通讯的，那么建议下面这几项的充

电电压和电流都设置为一样的，因为如果输入的电压电流超过下面所设置的值，那么电量计

会进行保护，从而影响电池充电。 

Low Temp Charging  低温充电 

Standard Temp Low Charging  标准温度低充电 

Standard Temp High Charging  标准温度高充电 

High Temp Charging  高温充电 



Rec Temp Charging  推荐温度范围充电 

Current Low、Current Med、Current High等对应相应温度范围内低电压、中等电压、和高

电压的充电电流。 

 
 

17.设置预充电电流 

 
 

18.设置维护充电电流，也就是涓流充电电流，可以设置和截止电流一样。 

 

 

19.预充电模式设置。 

 进入预充电模式条件： 1.单体最小电压小于 Precharge Start Voltage 

       2.Charging Voltage Low – Charging Voltage Hysteresis 且 

         未处于充电模式 

 Precharge Start Voltage：单体电池低于这个值将进入预充电模式 

 
 

20.设置电池鼓包控制，如果要使用该功能，需要在 Settings -> Charging Configuration

将 CS_CV设为 1。当单体电池电压和温度达到设置的值将会逐步降低充电电压。 



 Temperature Threshold 为比较的温度 

 Voltage Threshold为比较的电压 

 Time Interval为比较时间，电池电压和温度超过设定值后达到该时间开始调整电压。 

 Delta Voltage为每次电压降低多少。 

 Min CV为电压能降低的最低值。 

这里我没有开启 

 

 

21.设置判断充满的电压电流条件，判断充满的电流一般为电池的 0.02C~0.05C，判断充满的

电压条件一般设置 50~100mV 即可。我这里设置 100mA、75mV 

 
 

22.如果在前面设置开启恒流充电模式激活电压补偿在这里设置充电电流阈值和最大充电电

压。 

 

 

23.设置均衡配置。 

 我这里使用了外部均衡电路，需要进行修改。 

 

 根据手册进行计算，均压 3.7V的电池 Balance Time per mAh Cell 1 需要设置为 64，

Balance Time per mAh Cell 2–7设置为 65。均压 3.8V的电池 Balance Time per mAh Cell 

1 需要设置为 62，Balance Time per mAh Cell 2–7设置为 63。 



 

 Min Start Balance Delta 为均衡启动电压，当电池压差大于该值的时候启动均衡。 

Min RSOC for Balancing 为电池静止模式最小均衡电量，低于该电量停止均衡，如果使用

静止时均衡需要将 Balancing Configuration 内的 CBR位置 1。 

如果需要休眠时开启均衡需要将 Balancing Configuration 内的 CBS位置 1，当电池休眠

时间超过 Start Time for Bal in Sleep 的时间且电量（RSOC）大于 Start Rsoc for Bal in 

Sleep (默认 95%)时开启。当电量（RSOC）小于 End Rsoc for Bal in Sleep (默认 60%)时停

止均衡。 

 

24.设置 Valid Update Voltage 

在左侧 Power 栏里面，Valid Update Voltage 电压为 FLASH数据更新的最低电压，低于

该电压数据将不能写入和更新，该电压为整个电池组的电压。我这里设置 3.5V 

 

 

25.设置 Shutdown 

单体最小电压低于 Shutdown Voltage 值时 OperationStatus()[SDV]标志位为 1， 

单体最小电压低于 Shutdown Voltage 值且时间超过 Shutdown Time将不能进行放电，当输入

电压（PACK引脚）低于 Charger Present Threshold，将进入 Shutdown模式 

Charger Present Threshold 是芯片认为充电器存在的电压，高于此电压认为充电器接入 

 PF Shutdown Voltage 和 PF Shutdown Time为 PF模式下关机电压和时间，设置一样即

可。 

 PS Shutdown Voltage 和 PS No Load Res Cap Threshold 为进入省电模式条件，如果启

用需要在 Settings->Configuration->Power Config 中将 PWR_SAVE_VSHUT 设为 1。这里我不

启用。 

 

 

26.休眠相关设置 

 Sleep Current：休眠电流设置，低于该电流才能进入休眠模式。 

 Bus Timeout：总线低或无通信时进入睡眠模式时间设定。 



 Voltage Time：休眠模式下电压更新周期。 

 Current Time：休眠模式下电流更新周期。 

 Wake Comparator：唤醒比较器，保持默认就可以了。 

 
 

27.配置预放电 MOS 

 预放电就是当 PRES 接地后，先打开预放电 MOS，等待 PACK 端也就是输出端电压超过电池

电压的 PDSG Level 百分比后打开放电 MOS，关闭预放电 MOS。如果时间超过 PDSG Timeout*0.25

秒还没有达到 PDSG Level 百分比则跳出预放电直接打开放电 MOS。 

 

 

28.设置基本的保护功能。 

在 Data Memory 界面的左侧选择 Protections 

 注意：这几项是设置保护值，不是设定最大充电电压。 

CUV为电池过放保护值，按需求设置，我这里设置 2.8V，延迟可以设置 1S或 2S。

Recovery为恢复值，一般比过放值大 0.2到 0.3V。 

CUVC为电池欠压补偿，我这里设置保护值和恢复值都比 CUV小 0.2V。 

COV为电池过充保护值，可以看到过充保护可以设置在不同温度下的保护值，一般比满电

电压大 0.1 至 0.15V。由于我的电池满电电压为 4.35V，所以我设置 4.45V，恢复值设置

4.1V，延迟保持默认。 

OCC1为充电一级过流保护，OCC2为充电二级过流保护，二级保护值要比一级保护值大，

保护时间比一级保护值要短。OCC为保护恢复设置，保持默认就可以了。 



 

OCD1为放电一级过流保护,OCD2为放电二级过流保护，二级保护值要比一级保护值大（按绝

对值算），保护时间比一级保护值要短。OCD为保护恢复设置，保持默认就可以了。 

 

 

OTC和 OTD为充放电时电池温度过高保护 Threshold 为保护值，Recovery 为恢复值。 

OTF为 FET（MOS 管）高温保护，Recovery为恢复值。 

UTC和 UTD为充放电时电池温度过低保护 Threshold 为保护值，Recovery 为恢复值。 

 

 



 PTO为预充电超时，当电流大于 Charge Threshold 且处于预充电模式时开始计时，电流

小于 Suspend Threshold 会暂停或恢复。当时间大于 PTO:Delay时间就会认为充电超时。会

关闭预充电 MOS 管。 

 CTO为充电超时，和预充电一样。 

 OC为电池容量过充，Threshold为过充阈值，Recovery为恢复阈值，RSOC Recovery 

为相对电量恢复阈值。 

 

 

 CHGV：充电过压,实际的充电电压超过 ChargingVoltage()报告的值加上（Threshold值

×电池串数）且超过 Delay 的时间会进行保护，充电电压小于 ChargingVoltage()报告的值

加上（Threshold值×电池串数）会恢复。 

 CHGC：充电过流,实际的充电电流超过 ChargingCurrent()报告的值加上 Threshold值且

时间超过 Delay 的时间会进行保护，电流小于 Recovery Threshold 的值且时间超过

Recovery Delay 会恢复。 

 PCHGC：预充电过流, 实际的预充电电流超过 ChargingCurrent()报告的值加上

Threshold 值且时间超过 Delay的时间会进行保护，电流小于 Recovery Threshold 的值且时

间超过 Recovery Delay会恢复。 

 

 

进入 Gas Gauging 选项 

29.设置 Current Thresholds 

 Dsg Current Threshold：进入放电模式的电流门槛。 

 Chg Current Threshold：进入充电模式的电流门槛。 

 Quit Current：进入静置模式的电流门槛。 

 Dsg Relax Time：放电模式进入静置模式延迟时间。 

 Chg Relax Time：充电模式进入静置模式延迟时间。 

 这里保持默认就可以了，按需求修改。 



 

 

30.设置电池的设计 mAh和 cWh和标称电压，我的是 3.8V的电池满电电压为 4.35V，容量为

4510mAh，六个电池串联的话就是 22.8V、4510mAh、102828mWh=10283cWh，注意

1cWh=10mWh。 

 

 

31.充放电标志设置电压和清除电压 

Gauging Status 的 TC、TD、FC、FD位可以根据单体电压或 RSOC进行置 1 或置 0。T表示终

止，F表示完全，C表示充电，D表示放电，四个状态位对应电量关系为 FC>TC>TD>FD。注意

我的电池是 4.35V。 

 

 

32.如果知道电池容量的话可以将每一节电池的容量填写进去，Qmax Pack 就填写容量最小的

那一节电池。不知道容量的话可以填写电池的设计容量，后面会进行容量校准。 

 



 

33.在 Gas Gauging->State 内设置充满电压和电流，默认是 4.2V的电池，我的是 4.35V的需

要修改。 

 

 

34.在 IT Cfg内设置用于容量计算的最小电池组电压，我的是六串设置 18V 

 
 

35.设置用于容量计算的最小单节电池电压，注意这个值大于或等于 CUV电压，使 IT算法在

触发 CUV之前达到 0%，我这里设置 2.9V。 

 在 Settings中的 IT Gauging Configuration 可以设置放电结束电压是参考整个电池组

还是单个电池。默认是参考整个电池，个人觉得如果电池差异较大可以设置参考单个电池，

将 CELL_TERM设为 1。 

 

 

36.下面是校准，在功能区选择 Calibration。 



 

首先校准电压，在 Applied Cell 1 Voltage填写第一节电池电压（接电池组负极的那一节电

池），Applibrate VC6-VSS Voltage填写整个电池组电压,Cell-7未使用就不管它，Applied 

Pack Voltage 填写 PACK电压，也就是接口的电压，可以在接口处接一个比电池组电压稍高

的电压，或者直接连接到电池组正极，因为芯片没有启动充放电 MOS管，所以输入电压是不

会充电的，校准哪几项就在输入框右边的 Calibrate 单选框选中，不校准的取消选择。请务

必使用精度较高的仪表进行测量校准。 

 

点击 Calibrate Gas Gauge 进行校准，校准成功的话右边会出现一个绿色的勾，如果校准失

败在软件的左下角会提示是哪里校准失败。 

 

37.然后校准电流，由于目前充放电 MOS管还没有打开，所以现在无法充电和放电，在命令区

单击 CHG_FET_TOGGLE和 DSG_FET_TOGGLE来打开 MOS管。 



 

发送命令后就有电压输出了，建议使用 1-2A的电流进行校准，充电放电都可以，我这里使用

1.5A的电流。注意充电直接填写实际的电流值就可以了，如果是放电，则需要在前面加负

号。电流校准完成后最好在命令区再次单击 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 来关闭 MOS

管。 

 

 

38.校准温度，internal是芯片内部温度，下面分别是接的 4个 NTC，没有接 NTC的话就不用

校准了，我这里只接了 NTC 1和 2。用温度计放在 NTC附近然后等待一段时间后点击校准。 



 
 

39.设置化学 ID，在功能区选择 Chemistry 

 
我的电池型号为 CA595490HV，找到自己的 Chem ID，选择好之后点击 Program Selected 

Chemistry 将数据写入芯片。 



 
完成后会有提示，已成功编辑化学。 

 
 

40.Permanent Fail页为永久生效保护值，必须保证正常工作的极限参数不会超过设定的

值， Delay为延迟。 

 SUV：欠压永久失效保护值。 

 SOV：过压永久失效保护值。 



 SOCC：充电过流永久失效保护值。 

 SOCD：放电过流永久失效保护值。 

 SOT：过温永久失效保护值。 

 SOTF：MOS 管过温永久失效保护值。 

 Open Thermistor：温度传感器断线永久失效保护。 

 QIM：电芯间 QMAX更新不均衡超过设定值触发永久失效，delay为保护延迟。 

 CB：电池均衡相关。 

 VIMR：静止时电压不平衡。 

 VIMA: 充电过程中不平衡保护。 

 IMP：电芯内阻不均衡保护 

 CD：容量衰减保护。 

 CFET：充电 MOS失效保护，当关闭 MOS后检测电流大于设定值触发保护，OFF Delay为保

   护延迟。 

 DFET：放电 MOS失效保护，当关闭 MOS后检测电流大于设定值触发保护，OFF Delay为保

   护延迟。 

 FUSE：FUSE 失效保护，当关闭 FUSE后检测电流大于设定值触发保护，Delay为保护延 

   迟。 

 



 

41.SBS Configuration 可以设置个性化信息，从上到下依次为生产日期、序列号、制造商名

字、设备名称和电池类型。 

 
 

42.设置保护设置(Protection) 

Enabled Protections A~D设 1为开启，0为关闭。 

Enabled Protections A 

AOLDL (Bit 7): 输出过载保护 

RSVD_ONE (Bit 6): 保留并编程为 1。不要使用。 

OCD2 (Bit 5): 二级放电过流保护 

OCD1 (Bit 4): 一级放电过流保护 

OCC2 (Bit 3): 二级充电过流保护 

OCC1 (Bit 2): 一级充电过流保护 

COV (Bit 1): 电池过充保护 

CUV (Bit 0): 电池过放保护 

Enabled Protections B 

RSVD (Bit 7): 保留。不要使用。 

CUVC (Bit 6): I*R compensated CUV 

OTD (Bit 5): 放电温度过高 

OTC (Bit 4): 充电温度过高 

ASCDL (Bit 3): 放电门闩短路 

RSVD_ONE (Bit 2): 保留并编程为 1。请勿使用。 

ASCCL (Bit 1): 充电门闩短路 

ASCC (Bit 0): 充电短路 

Enabled Protections C 

CHGC (Bit 7): 充电电流高于请求值 

OC (Bit 6): 过度充电 

RSVD (Bit 5): 保留。请勿使用。 

CTO (Bit 4): 充电超时 

RSVD (Bit 3): 保留。请勿使用。 

PTO (Bit 2): 预充电超时 

HWDF (Bit 1): SBS 主机监视器超时 

OTF (Bit 0): FET 过热 

Enabled Protections D 

RSVD (Bits 7–6): 保留。请勿使用。 

OCDL (Bit 5): PF 中关于电池过电流 

COVL (Bit 4): PF 中关于电池过电压 

UTD (Bit 3): 未充电时温度过低 



UTC (Bit 2): 充电时温度过低 

PCHGV (Bit 1): 充电电压高于预充电要求 

CHGV (Bit 0): 充电电压高于要求 

这里我也保持默认的大部分都是开启。 

 

 

43.设置永久失败（Permanent Failure） 

Enable PF A 

 QIM (Bit 7): QMax 失衡 

SOTF (Bit 6):场效应管超温 

COVL (Bit 5): Cell Overvoltage Latch 

SOT (Bit 4): 正常模式下过温 

SOCD (Bit 3): 正常模式下放电过电流 

SOCC (Bit 2): 正常模式下充电过电流 

SOV (Bit 1): 正常模式下电池过电压 

SUV (Bit 0): 正常模式下电池欠压 

Enable PF B 

ASCDL (Bit 7): 放电短路—PF Enable 

ASCCL (Bit 6): 充电短路—PF Enable 

AOLDL (Bit 5): 放电过载—PF Enable 

VIMA (Bit 4): 充电过程中不平衡 

VIMR (Bit 3): 静止时电压不平衡 

CD (Bit 2): 容量衰减 

IMP (Bit 1): 电池阻抗不平衡 

CB (Bit 0): 电池不平衡 

Enable PF C 

PTC (Bit 7): PTC故障触发永久故障标志为 1，通过 PTCEN引脚连接启用/禁用功能。 

2LVL (Bit 6): 通过外部二级保护指示保险丝触发的 FUSE输入 

AFEC (Bit 5): AFE 通信 

AFER (Bit 4): AFE 注册 

FUSE (Bit 3): 指示化学保险丝故障的保险丝输入 

OCDL (Bit 2): 放电过电流—PF Enable 

DFETF (Bit 1): 放电管故障 

CFETF (Bit 0): 充电管故障 

Enable PF D 

 TS4 4(Bit 7)、TS3(Bit 6)、TS2(Bit 5)、TS1(Bit 4)对应的温度传感器开路故障 

这里我只将 IMP(电池阻抗不平衡),CB（电池不平衡）,TS1（温度传感器开路）,DFETF(放电

管故障), CFETF(充电管故障)打开。 



 

 

44.学习校准前的准备，在 Settings的 Mfg Status init 里面有 LED（LED_EN）、保险丝

（FUSE_EN）、黑匣子(BBR_EN)、永久失败(PF_EN)、数据收集(LF_EN)、MOS 管控制(FET_EN)

和电量计(GAUGE_EN)，这里可以先开启 LED、PF、FET，因为后面要进行校准。 

 

 

45.在快速命令区点击一下复位 

 

 

46.到此 BQ40Z80就设置完毕了，下面开始学习校准。 

将 PRES/SHUTDN引脚接地，这个时候 PACK端也就是输出端就有电压输出了。在充放电过

程中电池的温度探头要贴在电池上面。充放电过程要连续进行，不能断开。 

(1)先将电池以 0.2C电流放空（3V以下），这里我使用电子负载，截止电压设置 17.5V

（3串电池）。然后静置 5 个小时以上，可以看到 GaugingStatus[REST]=1,[VOK]=0。 

(2)开始充放电循环，在命令区点击 GAUGE_EN,开启阻抗跟踪算法。此时可以在寄存器状

态区看到 Manufacturing->Status[GAUGE_EN]=1，IT Status[QEN]=1 [VOK]=1，[R_DIS]=0，

Data Memory窗口 Gas Gauging 中的 State内 Update Status=0x04。

 

(3)正常将电池充满，FC标志位为 1， 然后静置 2小时，直到 GaugingStatus[REST]=1，

[VOK]=0。这个时候可以看到 Qmax发生变化，Update Status=0x05。 



(4)然后再将电池以 0.2C的电流放空，放电时可以看到时[VOK]=1。 

(5)放电后将电池静置 5小时，可以看到 GaugingStatus[REST]=1,[VOK]=0。Qmax会再次

更新，此时 Update Status=0x06。 

(6)到此已经完成了一个充放电循环，Qmax和 Cell Ra表已经更新。重复 3~5的步骤，完

成第 2个学习周期，xCell Ra 表也会更新，此时 Update Status=0x0E，Ra flag为 0x0055

则表示学习成功。我的电池是六串的所以从 Cell0 - 5变成 0x0055。到此就已经学习校准完

成。 

 

 

 

47. 最后在 Settings的 Mfg Status init开启黑匣子(BBR_EN)、数据收集(LF_EN)来记录信

息。 

 Lifetime 记录电池生命周期里的使用状况，比如电压、温度、电流的最大值、最小值，

循环次数，运行时间，满充记录，安全事件等等。 

Black Box 记录电池发生永久失效（Fuse熔断）那一刻电池的各项参数、状态。 

可以回到 Settings里面按自己的需求开启各项保护。 

 
最后在命令区点击一下复位。 

 



到此电量计就已全部配置完成，可以正常使用了，使用的时候需要将 PERS引脚接地才可

以进行充放电。 

 

 

如果要设置密码可以参考下面的步骤，不过要注意在开启锁定后将不能取消锁定，只能

一直有密码。当然重刷固件可以恢复出厂设置。 

在设置密码之前最好先读取一下当前的密码，在功能区打开 SMB命令窗口。 

 
读取和设置密码都在 Black Read/Write窗口中进行。 

 

因为现在在 FULL ACCESS(全访问)模式下，可以直接读取密码。在 Write Block 和 Read 

Block 右侧都输入地址 44 (Hex)，读写都在这一个地址。在 Write Block 的 Block中输入 

3500 命令。不需要输入空格，软件会自动添加空格。点击 Write Block后再点击 Read 

Block，就可以读取到密码了。 

 
返回的数据是以小端序显示的，即低字节在前、高字节在后，去掉前面的 35 00命令，

所以当前的解锁密码为：04143672 全访问密码为 FFFFFFFF，这两个也是芯片的默认密码。 

假如设置解锁密码为：12345678 全访问密码为 FFFFFFFF，在 Write Block 位置输入

44(Hex)，Block 中输入 350034127856FFFFFFFF，也同样不需要输入空格，软件会自动添加，

然后点击 Write Block 按钮。看到下面的 Transaction Log 显示绿色表示已经成功发送电量

计，可以按照上面的步骤再次读取确认一下密码。 



 

设置完密码后点击一下命令区的 SEAL，开启加锁模式。 

 

再点击一下 RESET复位一下。这样 BQ40Z80的密码就设置好了。要注意的是在设置密码

的时候，UNSEAL KEY 的第一个字节与 FULL ACCESS KEY的第一个字节不能相同，比如 UNSEAL 

KEY（0x1234，0x5678）与 FULL ACCESS KEY（0x1234, 0xFFFF），这不是有效的密码，还有

密码的第一个字节不能和命令相同。 

电池的密码千万不要忘记，没有密码的话就不能对芯片进行配置了。 

如果要对有密码的 BQ40Z80进行配置，需要先解锁然后再解锁全访问。 

点击命令区的 UNSEAL，软件会使用默认密码进行解锁，如果失败则会弹窗，输入正确的密码

就可以了。密码正确的话再 bqStudio软件左侧的电池图标会发生变化。 

同理点击 UNSEAL_FULL_ACCESS 进行解锁全访问。 

 

注意在输入密码那里第一个字节和第二个字节要对调，如下图，我的密码为 12345678。 



 

 

此外我还用 STM32单片机写了一个测试程序，这个程序是之前写给 BQ40Z50 的，BQ40Z80

也一样用，程序很简单，就是通过单片机的硬件 I2C来读取寄存器参数在

0.96_SSD1306_OLED屏幕上显示，我这里只读取了基本的电池信息，电池电压电流、温度、

电量、健康值、循环次数等等。在我分享的链接中有接线说明和 Keil工程。 

 


